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Beschreibung 

Anordnung mit einem ersten Verstarker und einem zweiten 
Verstarker, von welchen jeweils nur maximal einer verstarken 
soli 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemafi dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1, d.h. eine Anordnung mit 
einem ersten Verstarker und einem zweiten Verstarker, von 
welchen jeweils nur maximal einer verstarken soil. 

Bei existierenden Anordnungen dieser Art erfolgt das Um- 
schalten vom ersten Verstarker auf den zweiten Verstarker 
oder umgekehrt unter Verwendung einer mehr oder weniger 
komplizierten Umschalteinrichtung . Eine solche Umschalt- 
einrichtung weist mitunter einen relativ komplizierten Aufbau 
auf und erfordert zudem mindestens einen zusatzlichen 
(Steuer-) Anschlufi, was insbesondere bei integrierten Schal- 
tungen oder Unterbringung der Anordnung in ein Miniatur- 
gehause nachteilig sein kann; insbesondere die benotigte 
Chipflache und die HF-Eigenschaf ten konnen dadurch negativ 
beeinf lufit werden . 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
die Anordnung gemafi dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
derart weiterzubilden, dafi das Umschalten zwischen den Ver- 
starkern mit minimalem Zusatzauf wand und storungsfrei erfol- 
gen kann, 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi durch das im kennzeichnen- 
den Teil des Patentanspruchs 1 beanspruchte Merkmal gelost. 

Demnach ist vorgesehen, dafi der zweite Verstarker abhangig 
von den sich am Eingangsanschlufi des ersten Verstarkers ein- 
stellenden Verhaltnissen betrieben wird. 
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Berucksichtigt man als die Verhaltnisse, in Abhangigkeit von 
welchen der zweite Verstarker betrieben wird, nur solche Ver- 
haltnisse, die keine Wechselwirkungen mit den durch den er- 
sten Verstarker zu verstarkenden Signalen zeigen, also bei- 
5 spielsweise die sich am Eingangsanschlufl des ersten Verstar- 
kers einstellende Gleichspannung, wenn das zu verstarkende 
Signal ein HF-Signal ist, so kann die Umschaltung zwischen 
den Verstarkern tiber den EingangsanschluJi des ersten Verstar- 
kers gesteuert werden. Eine solche Umschaltung laBt sich 
10 denkbar einfach realisieren und kann gerade wegen dieser Ein- 
fachheit problemlos ohne oder jedenfalls ohne nennenswerten 
C Auswirkungen auf Funktion und Wirkungsweise der Verstarker 

erfolgen. 

15 Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unter- 
anspruchen, der folgenden Beschreibung und der Figur ent- 
nehmbar. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfiihrungs- 
20 beispiels unter Bezugnahme auf die Figur naher erlautert. 

Die Figur zeigt die nachfolgend naher beschriebene Anordnung. 

Die nachfolgend beschriebene Anordnung ist Bestandteil einer 
integrierten Schaltung. Obgleich die Vorteile, die sich durch 
die beschriebene Anordnung erzielen lassen, in diesem Fall 
besonders groft sind, besteht hierauf keine Einschrankung . 

Die betrachtete Anordnung enthalt zwei Verstarker, von wel- 
30 chen jeweils nur immer einer verstarken soil. 

Die Verstarker werden im betrachteten Beispiel durch einen 
ersten Transistor Tl und einen zweiten Transistor T2 gebil- 
det. Die Transistoren sind im betrachteten Beispiel MOSFETS 
35 in Dual-Gate-Ausfuhrung. 
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Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dafi die 
Verstarker auch durch beliebige andere Transistoren Oder son- 
stige Elemente oder mehrere Transistoren oder Elemente um- 
fassende Einrichtungen gebildet werden konnen. 

5 

Die Transistoren Tl und T2 weisen jeweils einen Source- 
Anschlufi S, einen Drain-Anschlufi D, einen ersten Gate- 
Anschlufi Gl, und einen zweiten Gate-Anschlufi G2 auf, wobei 
die ersten Gate-Anschlusse Gl jeweils zur Eingabe der zu 
10 verstarkenden Signale dienen, und wobei die zweiten Gate- 
Anschlusse G2 zur Regelung der Verstarkung dienen. 

u 

Die gezeigte Anordnung weist externe Ein- und/oder Ausgabe- 
anschlusse Al, A2, El, E2, und 0 auf. Von diesen Anschltissen 
15 dienen 

- der Anschlufi El zur Eingabe des durch den ersten Transistor 
Tl zu verstarkenden Signals und zur Steuerung der Umschal- 
tung zwischen den Transistoren Tl und T2, 

20 

- der Anschlufi E2 zur Eingabe des durch den zweiten Tran- 
sistor T2 zu verstarkenden Signals, 

- der Anschlufi Al zur Eingabe einer unter anderem an den 
5 Drainanschlufi des ersten Transistors Tl angelegten Ver- 

sorgungsspannung und zur Ausgabe des durch den ersten 
Transistor Tl verstarkten Signals, 

- der Anschlufi A2 zur Eingabe einer unter anderem an den 
30 Drainanschlufi des zweiten Transistors T2 angelegten Ver- 

sorgungsspannung und zur Ausgabe des durch den zweiten 
Transistor T2 verstarkten Signals, 

- der Anschlufi G2 zur Eingabe einer an die zweiten Gate- 
35 anschlusse G2 der Transistoren Tl und T2 angelegten, zur 

Verstarkungseinstellung dienen Steuerspannung, und 
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- der Anschlufl 0 zur Eingabe des unter anderem an die Source- 
anschlusse S der Transistoren Tl und T2 angelegten Masse- 
potentials . 

Die restlichen Bestandteile der in der Figur gezeigten Anord- 
nung, d.h. Transistoren HI, H2 und SI und Widerstande R H i, 
Rh2, Rcia/ Rcib/ RE2a, und R E 2b dienen unter anderem (aber nicht 
ausschlielilich) dazu, die Transistoren Tl und T2 

- durch eine geeignete Arbeitspunkteinstellung in einen Zu- 
stand zu versetzen, in welchem an den ersten Gateanschlufi 
Gl der betreffenden Transistoren angelegte Signale ver- 
starkt werden (konnen) , oder 

- durch eine geeignete Arbeitspunktverstellung in einen Zu- 
stand zu versetzen, in welchem an den ersten Gateanschlufi 
Gl der betreffenden Transistoren angelegte Signale nicht 
verstarkt werden (konnen) . 

Die Arbeitspunkteinstellung bzw. die Arbeitspunktverstellung 
wird im betrachteten Beispiel dadurch realisiert, dali die 
ersten Gateanschlusse Gl der Transistoren Tl und T2 mit 
Gleichspannungen beaufschlagt werden, deren Hohe variierbar 
ist. 

Dali insbesondere dann, wenn die zu verstarkenden Signale 
analoge Wechselspannungen sind, durch Anlegen einer Gleich- 
spannung an den Gateanschlufi des betreffenden Transistors 
dessen Arbeitspunkt einstellbar oder veranderbar ist, ist 
bekannt und bedarf keiner naheren Erlauterung. 

Die durch die Transistoren Tl und T2 zu verstarkenden Signale 
sind im betrachteten Beispiel Hochf requenz-Signale . Es sei 
jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dali dies 
nicht unbedingt der Fall sein muJ5 . 
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Die zu verstarkenden Signale werden, wie vorstehend bereits 
erwahnt wurde, tiber die Anschllisse El bzw. E2 eingegeben. Sie 
werden liber den Anschlussen El und E2 vorgeschaltete (in der 
Figur nicht gezeigte) Kondensatoren geleitet, urn einen ge- 
gebenenfalls vorhandenen Gleichstromanteil zu entfernen. 

Die zu verstarkenden Signale, die liber den Anschlufi El ein- 
gegeben werden, werden dem ersten Gateanschlufi Gl des ersten 
Transistors Tl zugeflihrt. Damit diese Signale durch den Tran- 
sistor Tl optimal verstarkt werden, mufi dieser durch Anlegen 
einer vorbestimmten Gleichspannung an ersten Gateanschlufi Gl 
auf einen geeigneten Arbeitspunkt eingestellt sein. Die 
Gleichspannung, die hierzu benotigt wird (beispielsweise 1,5 
V) , wird im betrachteten Beispiel unter Verwendung der Wider- 
stande R H i, Rcia, und R E ib und des Transistors HI aus der am 
Drainanschlufi D des ersten Transistors Tl angelegten Versor- 
gungsspannung intern innerhalb der betreffenden Anordnung er- 
zeugt und dem ersten Gateanschlufi Gl des Transistors Tl zu- 
geflihrt. 

Wenn die am Gateanschlufi Gl des ersten Transistors Tl anlie- 
gende Gleichspannung vom idealen Wert (beispielsweise den 
genannten 1,5 V) abweicht, verstarkt der Transistor Tl das 
ihm zugeflihrte HF-Signal zunachst "nur" nicht mehr optimal, 
und schliefilich (beispielsweise bei Gleichspannungen unter 
0,5 V) liberhaupt nicht mehr. 

Die zu verstarkenden Signale, die liber den Anschlufi E2 ein- 
gegeben werden, werden dem ersten Gateanschlufi Gl des zweiten 
Transistors T2 zugeflihrt. Damit diese Signale durch den Tran- 
sistor T2 optimal verstarkt werden, mufi auch dieser durch 
Anlegen einer vorbestimmten Gleichspannung an ersten Gate- 
anschlufi Gl auf einen geeigneten Arbeitspunkt eingestellt 
sein. Die Gleichspannung, die hierzu benotigt wird (bei- 
spielsweise 1,5 V), wird im betrachteten Beispiel unter Ver- 
wendung der Widerstande R H2 , R E 2a, und R E2 b und des Transistors 
H2 aus der am Drainanschlufi D des ersten Transistors T2 an- 



GR'99 P 2198 



6 

gelegten Versorgungsspannung intern innerhalb der betreffen- 
den Anordnung erzeugt und dem ersten Gateanschluii Gl des 
Transistors T2 zugefuhrt. 

Wenn die am Gateanschluii Gl des zweiten Transistors T2 an- 
liegende Gleichspannung vom idealen Wert (beispielsweise den 
genannten 1,5 V) abweicht, verstarkt der Transistor T2 das 
ihm zugefuhrte HF-Signal zunachst "nur" nicht mehr optimal, 
und schliefilich (beispielsweise bei Gleichspannungen unter 
0,5 V) Iiberhaupt nicht mehr. 

In der betrachteten Anordnung wird insbesondere durch den 
Transistor SI dafur gesorgt, daii nur entweder der Transistor 
Tl oder der Transistor T2 die ihnen zugefuhrten Signale ver- 
starken. Dies wird dadurch erreicht, 

- daii dann, wenn am ersten Gateanschluii Gl des ersten Tran- 
sistors Tl eine Gleichspannung anliegt, die den ersten 
Transistor Tl in die Lage versetzt, uber den Anschluii El 
eingegebene Signale zu verstarken, die am ersten Gate- 
anschluii Gl des zweiten Transistors T2 anliegende Gleich- 
spannung auf einen Wert gebracht wird, durch den bewirkt 
wird, daii er die uber den Anschluii E2 eingegebenen Signale 
nicht verstarken kann, bzw. 

- daii dann, wenn die am ersten Gateanschluii Gl des ersten 
Transistors Tl anliegende Gleichspannung auf einen Wert ge- 
bracht wird, durch den bewirkt wird, dafi er die uber den 
AnschluJi El eingegebenen Signale nicht verstarken kann, die 
am ersten GateanschluJi Gl des zweiten Transistors T2 an- 
liegende Gleichspannung auf dem Wert belassen wird, der den 
zweiten Transistor T2 in die Lage versetzt, uber den An- 
schlufl E2 eingegebene Signale zu verstarken. 

Der Gateanschluii G des Transistors SI, uber welchen dies be- 
werkstelligt wird, ist uber die Widerstande R E ia und R S i mit 
dem ersten Gateanschluii Gl des ersten Transistors Tl verbun- 
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den. Dadurch liegt die am ersten Gateanschlufi Gl des ersten 
Transistors Tl anliegende Gleichspannung auch am Gateanschlufi 
des Transistors SI an. Dies gilt nicht fur die liber den An- 
schlufi El eingegebenen HF-Signale; diese konnen die Wider- 
5 stande R E i a und R S i nicht passieren. 

Der Transistor SI ist nun so beschaffen, 

- dafi er durch die Gleichspannung, die sich am ersten Gate- 
10 anschlufi Gl des Transistors Tl einstellen raufi, urn die liber 

den Anschlufi El eingegebenen Signale zu verstarken, in den 
P leitenden Zustand versetzt wird, und 

- dafi er durch die Gleichspannung, bei welcher der Transistor 
15 die iiber den Anschlufi El eingegebenen Signale nicht mehr 

verstarkt, in den sperrenden Zustand versetzt wird. 

Wenn und so lange der Transistor SI leitet, wird der erste 
Gateanschlufi Gl des zweiten Transistors T2 iiber den Wider- 
2 0 stand R E2a und den Transistor SI mit dem Masseanschlufi 0 ver- 
bunden. Dadurch sinkt die sich am ersten Gateanschlufi des 
zweiten Transistors T2 einstellende Gleichspannung auf einen 
Wert ab, der zur Folge hat, dafi uber den Anschlufi E2 eingege- 

^ bene Signale durch den Transistor T2 nicht verstarkt werden 

* 25 (nicht verstarkt werden konnen) . 

Wenn und so lange der Transistor SI sperrt, behalt die aus 
der uber den Anschlufi A2 eingegebenen Versorgungsspannung er- 
zeugte Gleichspannung am ersten Gateanschlufi Gl des zweiten 
30 Transistors T2 ihren Wert unverandert bei, wodurch der Tran- 
sistor T2 in der Lage ist, uber den Anschlufi E2 eingegebene 
Signale zu verstarken. 

Um die am ersten Gateanschlufi Gl des ersten Transistors Tl 
35 anliegende Gleichspannung auf einen Wert zu bringen, der zur 
- Folge hat, dafi der erste Transistor Tl uber den Anschlufi El 
eingegebene Signale nicht mehr verstarkt (aufgrund der damit 
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verbundenen Arbeitspunktverstellung nicht mehr verstarken 
kann) , wird der Anschlufi El uber einen Schalter oder auf 
beliebige andere Art und Weise gleichstroinmafiig auf Masse- 
potential gezogen. Dadurch sinkt die sich am ersten Gate- 
anschlufi Gl des ersten Transistors Tl einstellende Gleich- 
spannung auf einen Wert ab, der zur Folge hat, daB uber den 
Anschluli El eingegebene Signale durch den Transistor Tl nicht 
verstarkt werden (nicht verstarkt werden konnen) , und dafi der 
Transistor S2 sperrt. 

Auf die beschriebene Art und Weise kann ohne Vorsehen eines 
eigenen Umschalt-Anschlusses erreicht werden, dafi sich von 
den Transistoren Tl und T2 stets nur einer in einem Zustand 
befindet, in welchem er angelegte Signale verstarkt. 

Durch den moglichen Verzicht auf einen eigenen Umschalt- 
Anschlufi lafit sich die Anordnung mit minimalem Aufwand reali- 
sieren. Dabei werden die Verstarker in keinster Weise gestort 

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, daJi die Doppel- 
funktion der Anschlusse Al und A2 (Zufuhrung der Versorgungs- 
spannung und Ausgabe der verstarkten Signale) keine Probleme 
bereitet. Die Versorgungsspannungen sind Gleichspannungen, 
die den Anschliissen Al und A2 uber diesen vorgeschaltete (in 
der Figur nicht gezeigte) Spulen zugefuhrt werden. Die ver- 
starkten Signale sind hingegen HF-Signale, die zwischen den 
Anschliissen Al und A2 und den diesen vorgeschalteten Spulen 
abgegriffen und ( vorzugsweise uber einen Kondensator) aus- 
gekoppelt werden. Die Versorgungsspannungen und die verstark- 
ten Signale beeinflussen einander nicht und sind problemlos 
voneinander trennbar . 

Es sei ferner darauf hingewiesen, daft die beschriebene Anord- 
nung zweifellos nicht die einzige Moglichkeit zur Realisie- 
rung des der beschriebenen Umschaltung zugrundeliegenden 
- Prinzips darstellt. Dies diirfte einleuchten und bedarf keiner 
Belegung durch Beispiele. 
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Zu der vorliegend betrachteten Anordnung ist anzumerken, 

- daB die an den ersten Gateanschliissen der Transistoren Tl 
und T2 anliegenden Gleichspannungen auch von Haus aus Werte 
haben konnen, bei welchen die Transistoren Tl und T2 nicht 
in der Lage sind, die zu verstarkenden Signale zu ver- 
starken, und/oder daB die Gleichspannungen, die an die 
ersten Gateanschlusse der Transistoren Tl und T2 angelegt 
werden miissen, urn sie in die Lage zu versetzen, die zu 
verstarkenden Signale zu verstarken, auch uber den AnschluB 
El eingegeben bzw. durch den Transistor SI oder in 
sonstiger Weise erzeugt und/oder auf den betreffenden 
GateanschluB durchgeschaltet werden konnen, 

- daB nicht zwangslaufig die Hohe der sich am ersten Gate- 
anschluB des ersten Transistors einstellenden Gleich- 
spannung fur den Betrieb des zweiten Transistors aus- 
schlaggebend sein muB, sondern zusatzlich oder alternativ 
auch andere Verhaltnisse (beispielsweise der zeitliche 
Verlauf und/oder die Frequenz der am ersten GateanschluB 
des ersten Transistors Tl anliegenden Spannung) beriick- 
sichtigt werden konnen, 

- daB anstatt der Widerstande R H i und R H 2 und der Transistoren 
HI und H2 auch andere Arten der Stromeinpragung zum Einsatz 
kommen konnen (an den den Widerstanden R H i und R H 2 nach- 
geschalteten Transistoren HI und H2 erfolgt eine Strom- 
spiegelung) , und 

- daB die Widerstande R E ia/ Re2a und R S i auch den Wert 0 Q 
annehmen konnen, wenn R E i a « (REib + Rhi) erflillt ist. 

Unabhangig davon kann auch vorgesehen werden, die Veranderung 
der Gleichspannungen an den Gateanschliissen der Transistoren 
. Tl und T2 zusatzlich oder alternativ abhangig von uber andere 
der vorhandenen Anschliisse eingegebenen Spannungen oder 
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Signalen (beispielsweise abhangig von einer iiber den Anschluli 
G2 eingegebenen Spannung) und/oder abhangig von internen 
Signalen und/oder abhangig von logischen Verknupf ungen von 
internen und/oder externen Signalen erfolgen zu lassen. 

Die beschriebene Anordnung ermoglicht es unabhangig von den 
Einzelheiten der praktischen Realisierung, daii das Umschalten 
zwischen den (vorliegend durch die Transistoren Tl und T2 ge- 
bildeten) Verstarkern mit minimalem Aufwand und ohne Storung 
der Verstarker erfolgen kann. 
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Patentanspriiche 

1. Anordnung mit einem ersten Verstarker (Tl) und einem 
zweiten Verstarker (T2), von welchen jeweils nur maximal 
einer verstarken soil, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi der zweite Verstarker (T2) abhangig von den sich am Ein- 
gangsanschlufi (Gl) des ersten Verstarkers (Tl) einstellenden 
Verhaltnissen betrieben wird. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Verhaltnisse, abhangig von welchen der zweite Ver- 
starker (T2) betrieben wird, die Hohe und/oder der Verlauf 
der sich am Eingangsanschlufi (Gl) des ersten Verstarkers (Tl) 
einstellenden Spannung sind. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die durch die Verstarker (Tl, T2) zu verstarkenden 
Signale analoge Wechselspannungen sind, und dafi die Ver- 
haltnisse, abhangig von welchen der zweite Verstarker (T2) 
betrieben wird, die Hohe der sich am Eingangsanschlufi (Gl) 
des ersten Verstarkers (Tl) einstellenden Gleichspannung ist. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi abhangig von der sich am Eingangsanschlufi (Gl) des ersten 
Verstarkers (Tl) einstellenden Gleichspannung die sich am 
Eingangsanschlufi (Gl) des zweiten Verstarkers (T2) einstel- 
lende Gleichspannung variiert wird. 

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi innerhalb der Anordnung Gleichspannungen erzeugt und an 
die Eingangsanschlusse (Gl) der Verstarker (Tl, T2) angelegt 
werden. 
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6. Anordnung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die intern erzeugten und an die Eingangsanschlusse (Gl) 
der Verstarker (Tl, T2) angelegten Gleichspannungen einen 
Wert haben, durch die die Verstarker (Tl, T2) in die Lage 
versetzt werden, die zu verstarkenden Signale zu verstarken. 

7. Anordnung nach einem der Anspruche 3 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali dann, wenn die sich am Eingangsanschluii (Gl) des ersten 
Verstarkers (Tl) einstellende Gleichspannung einen Wert hat, 
bei welchem die durch den ersten Verstarker (Tl) zu verstar- 
kenden Signale verstarkt werden konnen, die sich am Eingangs- 
anschluii (Gl) des zweiten Verstarkers (T2) einstellende 
Gleichspannung auf einem Wert gelassen oder gebracht wird, 
bei welchem der zweite Verstarker (T2) nicht in der Lage ist, 
die zu verstarkenden Signale zu verstarken. 

8. Anordnung nach einem der Anspruche 3 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali dann, wenn die sich am EingangsanschluJi (Gl) des ersten 
Verstarkers (Tl) einstellende Gleichspannung einen Wert hat, 
bei welchem der erste Verstarker (Tl) nicht in der Lage ist, 
die zu verstarkenden Signale zu verstarken, die sich am Ein- 
gangsanschluJi (Gl) des zweiten Verstarkers (T2) einstellende 
Gleichspannung auf einem Wert gelassen oder gebracht wird, 
bei welchem der zweite Verstarker (T2) in der Lage ist, die 
zu verstarkenden Signale zu verstarken. 

9. Anordnung nach einem der Anspriiche 3 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daii die sich am Eingangsanschluii (Gl) des ersten Verstarkers 
(Tl) einstellende Gleichspannung uber den Anschluii (El), iiber 
welchen der Anordnung die durch den ersten Verstarker (Tl) zu 
. verstarkenden Signale zugeftihrt werden, einstellbar oder ver- 
anderbar ist. 
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10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi der erste und der zweite Verstarker (Tl, T2) ein erster 
und ein zweiter Transistor sind, und dafi die Verhaltnisse, 
abhangig von welchen der zweite Transistor betrieben wird, 
die Hohe und/oder der Verlauf der sich am Gateanschluii des 
ersten Transistors einstellenden Spannung sind. 
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Al, A2, 
El, E2, 

G2, 0 Ein- und/oder Ausgabeanschliisse der Anordnung 

Tl, T2, 
HI, H2, 

SI Transistoren 



Rx 
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